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１．概要（Summary） 

先端半導体デバイスの微細化に伴い微細幅低抵抗配

線の研究開発が重要となっている。次世代配線材料とし

て、バリスティック伝導性や高電流密度耐性などの優れた

物性を有する多層グラフェンの応用が期待される。我々

は多層グラフェン配線の実用化に向けて微細幅での特性

検証を進めている。本研究では、剥離グラフェンを用いて

微細幅配線を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ウエハ RTA装置 

 125kV電子ビーム描画装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

 多目的ドライエッチング装置 

【実験方法】 

微細幅配線形成に用いた多層グラフェンはテープ法に

より高品質グラファイトから剥離し、SiO2/Si 基板に転写し

たものである。転写プロセスにおけるコンタミ等を除去する

ため、H2/Ar 雰囲気中でのアニール処理を行った。次に

電子ビーム描画によるパターン形成、金属膜の真空蒸着、

リフトオフによりグラフェン上に Au/Ti 電極を形成した。そ

の後、電子ビーム描画により微細幅 HSQ(Hydrogen 

silsesquioxane)パターンを電極間に架橋させるようにグ

ラフェン上に形成し、酸素ドライエッチングによりグラフェ

ンを微細幅配形状に加工した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1(a) に電極および HSQ パターン形成後の多層

グラフェンの光学顕微鏡像を、Fig. 1(b) に酸素ドライエッ

チングによる微細幅配線加工後の多層グラフェンの光学

顕微鏡像を示す。HSQ パターン内での微細幅領域は

Fig. 1(b)中赤線囲んだ箇所である。別途自社にて実施し

た SEM(Scanning electron microscope)観察により、微

細幅 HSQパターンは 10 nm幅程度に仕上がっているこ

とを確認した。今後、導通特性検証や断面 TEM

（Transmission electron microscope）観察による構造分

析を行っていく。 

 

  

(a)                    (b) 

Fig. 1 Optical microscope images of multilayer 

graphene (MLG) (a) after formation of metal 

electrodes and HSQ mask patterns and (b) after 

graphene etching.  
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